
中华人民共和国工业和信息化部

工业和信息化部人才交流中心

比利时微电子研究中心 IMEc

关于举办
“
微纳电子器件和 MEms可靠性 (BEOL)高级培训班

”

的通知

各有关单位 :

为贯彻落实 《国家集成电路产业发展推进纲要》,培养一批掌

握核心关键技术,处于世界前沿水平的中青年专家和技术骨干 ,

以高层次人才队伍建设推动共性、关键性、基础性核心领域的整

体突破,促进我国软件和集成电路产业持续快速发展,工业和信息

化部人才交流中心和比利时微电子研究中心 IMEC定于⒛15年 12

月 1-2日 在复旦大学共同举办
“
微纳电子器件和 MEMS可靠性

(BEOL)高级培训班
”,邀请 IMEC首席科学家、IEEE高级会员、

比 利 时 鲁 汶 大 学 教 授 Ingrid De Wo1f授 课 。

本课程聚焦于电气互连可靠性、封装可靠性和 MEMS可靠性 ,

以及可靠性测试方法和失效分析。课程首先重点介绍后道工序 ,

探讨电迁移(电介质击穿、机械应力诱导失效、3D堆叠等内容。

然后讲解 IC封装、MEMS及其封装的可靠性、应力加速可靠性测试。

`最后讲述故障模式及影响分析,并介绍可靠性中的失效分析,探

讨和解释其原理和典型应用。

现将有关事宜通知如下 :



ˉ

` 
主f办单位

工业和信息化部人才交流中心,

比利时微电子研究中心 (IMEC)

二、协办单位

复旦大学 (微电子学院)

上海市集成电路行业协会

长三角 IC设计与制造协同创新中心

三、参加对象

本次课程面向相关集成电路企业、科研院所和高等院校从事

相关领域的工程师和研究人员。课程采用全英文授课,不配各翻

译,要求学员具备相应英语水平。

四、培训安排

培训时间:2015年 12月 1-2日 (2天 )

培训地点:复旦大学 (张江校区)

上海市浦东新区张衡路 825号

日程 安 排 :11月 30日 15:0卜 17:00报 到

12月 01日 ⒏30举行开班仪式

12月 02日 1⒎ 00举行结业仪式

其 余 为 上 课 时 间 : 上 午 09:0Cl12:00

下 午 1⒋ 0O-17:30

结业仪式将颁发工业和信息化部人才交流中心和比利时微电

子研究中心 (IMEC)共 同证书,参加培训者可推荐参加国家″软件

和集成电路人才培养计划
″
评选。

五、培训费用



本次课程培训费 2850元 人 (含授课费、教室租赁费、资料

费、证书费、培训期间午餐),学员交通、食宿等费用自理。请于

⒛15年 11月 26日 前将课程培训费汇至:

户 名:工业和信息化部人才交流中心

开户行:工商银行北京公主坟支行

巾长  疾升: 0200004609004626666

六、报名方式

请各单位收到通知后,积极选派人员参加。报名截止日期为

2015年 11月 26日 ,请在此日期前将报名回执表传真或发送 Emai1

至工业和信息化部人才交流中心。

邮件题目格式为:报名微纳电子器件和 MEMS可靠性 (BEOL)

高级培训班+单位+人数

工业和信息化部人才交流中心 :

联系人:曲来军、王浩、王皓

电 话

传 真

E—mai1

附件: 1。 报名回执表

2.课程大纲

3.授课专家简介

4.主办单位介绍

010-68207879、  68207883、  68208717

010-68207863

icp1atform@miitec,cn

工业和
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附件 2:

Taue。 fc。ntents课 程 目 录

1,Backˉ endˉ oHine rdiaHIkv 后 道 工 序 可 靠 性

The back-end-of-丨 ine (BEOL) of a chip consists of seVeral 丨ayers of

interconnected Cu meta丨 丨ines bu"d on top ofthe s"icon。 The ai:η  of these

meta丨 丨ines is to make e丨 ectrica丨 connections between the transistors and

a丨 so to bring signa丨 s from and to the externa丨  wodd, The Cu "nes are

e丨 ectrica"y iso丨 ated from each other by 丨ow-k die丨 ectrics, After a short

introduction the main re"ab"ity issues of the BE0L' i。 e。 e丨ectrornigration`

stress induced voiding and time-dependent-die丨 ectric-breakdown(TDDB)'

are discussed。  New techno丨 ogies using porous 丨oⅥ
'-k die丨
ectrics and 3D

stacking of thinned chips bring new fa"ure mechanisms`rη ain丨 y mechanica丨

stress  re丨 ated,  These   prob丨 ems'  corn1η on丨y  referred  to  as

chip-package-interacuon(CP丨 )'are described in the丨 ast part,

芯片的后道工序由硅片上数层互连铜金属线组成。这些金属线的目的是
实现晶体管之间的电气连接,传递信号给外部世界和接收外部世界的信
号。通过低介电材料使得铜线彼此间实现电气隔离。课程首先将进行简
要介绍,随后将探讨后道工序主要的可靠性问题,即 电迁移、应力诱导
空洞和经时绝缘击穿(TDDB)。 最后将讲述到利用多孔低介电材料和减薄
芯片的 3D堆叠的新技术带来新的失效机理,主要是与机械应力有关。这
些问题通常被称为芯片封装相互影响(cP丨 )。
(1)E丨 ectromigration电 迁 移
(2)stressinduced voiding and Time Dependent Die丨 ectric Breakdown

应力诱导空洞和经时绝缘击穿
(3)Mechanica丨 issues'chip-package-interaction

机械故障,芯片封装相互影响

2.MEMs and Packagng reIated ReIiabilkv MEMs和 封 装 相 关 可 靠 性

For both MEMs and rnicroe丨 ectronics packages` in addition to the typica丨

e丨 ectrica丨  fa"ure mechanisms' many materia丨  re丨 ated and mechanica丨
prob丨 ems can occur。 After a brief introduction on re"ab"ity demands and

test rη ethods for h/lEMS`and some exp丨 anation about1Ⅵ EMS paCkaging`the
typica丨 fa"ure mechanisms that can occur in MEMS and their package are

presented` and exp丨 ained using various exarnples, Also some dedicated

methods to test this reⅡ ab"ity are discussed, 丨n a second part'the fa"ure



mechanisms that can occurin丨 C chip packages are reviewed and also some

typica丨 test standards and associated problems are introduced。

对于 MEMs和微电子封装,除 了典型的电气失效机理,可能会出现很多
材料相关和机械问题。首先将介绍 MEMs的可靠性要求和测试方法并阐
述 MEMs封装、随后将讲解 MEMs及其封装中可发生的典型失效机理,
讲解中将提供多种示例。此外还将讨论一些测试该类可靠性的专门方法。
在第二部分中,将 回顾丨c芯片封装中可能发生的失效机理,并介绍一些
典型的测试标准及相关的问题。
(1) MEMs+MEMs PaCkaging Re丨 iabi丨

"y and TestMENs+MEMs封装可靠性和测试
(2)Packaging Re丨 iabi丨

" 

封 装 可 靠 性

3.FaiIure am~引 s 故 障 分 析
Fai丨 ure mode and effect ana丨 ysis(FMEA)is a very usefu丨 methodo丨ogy to
critica"y assess potentia丨  problems that can occur in a device during
fa brication'testing and during丨 ife。 This course starts by exp丨 aining the FMEA
methodo丨 ogy in deta"。   lt is verv usefu丨  for any engineer vvho wants to

deve丨op nehA/ devices' but in addition it teaches that a critica丨 assessment
before fabrication can safe cost and tirne and increase the re"ab"ity of the

fina丨  product, when the product st"丨  fa"s' fa"ure anaIysis has to be

performed,This is e× plained in the2nd part of this course'hAJith a deta"ed

discussion of various fa"ure ana丨 ysis techniques that can be used for

rnicroe|ectronics faⅡ ure ana丨 ysis,A deta"ed丨 ist of too丨 s based on e丨ectrica1
optica1 e-bearn' acoustic' X-ray and magnetic principles is discussed, The

basic princip丨 es ofthe techniques are given and examp丨 es are shown,

失效模式与影响分析 (FM EA)是严格评估存在于器件制造、测试和生命
周期中潜在问题的有效方法。本节课程从详细讲解 FM EA方法学开始 ,
对于任何想要开发新器件的工程师来说,它是非常有用的,并且它告诉
我们一个在制造前的关键评估,能以安全的成本和时间,提高最终产品
的可靠性。当产品失效时,需要进行失效分析,在第二部分中,通过详
细讨论可用于微电子失效分析的多种失效分析技术,已经讲解了这部分
内容。同时将讨论一系列基于电气、光学、电子束、声学、x射线和磁
学原理的工具,并展示这些技术的原理和示例。
(1)FMEA失效模式与影响分析
(2)Fa"ure ana丨 ysis and techniques

故障分析和技术



附件⒊

授课专家简介

Ing"d De Wor 英 格 丽
·
德 沃

lMEc首席科学家

lEEE高级会员

比利时鲁汶大学教授

丨ngrid De Wof在 比利时鲁汶大学获得博士学位。从 1999到 2014年 ,

她是 丨MEC REMO团 队带头人,主要研究可靠性、3D技术测试和建模、

互连、MEMs和 封装,并参与了丨MEC内部的多个重要项目 (3D、 互连、

光学丨0、 氮化镓、光刻、PV、 MEMs、 sTT-MRAM等 )。 她独著或合著有 14

篇书籍章节,并发表了 350余篇出版物,其中至少 30篇是受邀出版。

她还获得了10项专利。

她多次在大会中获得最佳论文奖 (EssDERC、 ESREF、 lSTFA、 EOS/EsD

symposium、 丨EDM),同 时数次担任会议主席和技术委员会成员,并且是

ESREF指导委员会成员。她还担任了许多高质量期刊的审稿人。她的

web-o孓 science的 h指数的为 26,引 用文章(不包括自引文)超过 2sOo篇。

她在谷歌学术搜索的 h指数为 35,引文达 53zO篇 。她任教课程有非破

坏性测试、MEMs可靠性和失效分析、表征技术和 FMEA。 作为一名教授 ,

她指导过超过 zO篇的学生论文、超过⒛篇访问学生论文、担任超过们

篇外部博士论文的陪审员,并指导超过 15篇 的博士生论文。



附件⒋

主办单位介绍

工业和信息化部人才交流中心 (国家 lc人才培养平台)是工业和信

息化部负责人才培养、国际交流合作、智力引进、人才战略研究和咨询

等工作的直属一类事业单位,围绕国家和工业和信息化部的重大工程和

重点领域开展相关工作。目前承担国家
〃
软件和集成电路人才培养计划

″

和″高端装各人才培养计划
″
的组织实施工作。中心与世界顶尖科研机构

和著名跨国公司、高校如比利时 丨MEc、 德国弗朗霍夫研究院、美国麻

省 理 工
学 院 计 算 机 中 心 、 斯 坦 福 大 学 、 丨BM、 MlCROSO叮 、 ClsC0、 芬 兰

NOKlA、 瑞士洛桑国际学院、西班牙 lEsE商学院等长期开展合作。

比利时微电子研究中心(lMEC),成立于 19Ⅲ 年,位于比利时鲁汶市,

是全球最先进的独立微电子研究机构。研究方向主要集中在信息和通信

技术、医疗保健和能源等领域,领先产业界 3至 10年的技术需要,在

全球半导体界备受推崇。丨MEc目 前拥有来自75个国家和地区的员工超

过⒛oo名 ,其 中包括超过 sOo名产业界的常驻研究员和客座研究员。

合作伙伴包括英特尔,台积电,三星,高通,应用材料等世界知名公司。

除总部在比利时鲁汶外,lMEC在荷兰、台湾、中国、印度、美国及日

本均设有分部。


